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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn fir die von CENELEC am 2016-10-03 angenommene Europaische Norm als DIN-Norm
ist 2017-04-01.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 62047-25:2014-05.

Fir dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 631 ,Halbleiterbauelemente” der DKE Deutsche
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (www.dke.de) zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 47F ,Micro-electromechanical systems* erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date)
unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch® zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation
—  bestatigt,

— zurickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Fiar den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Der Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden Deutschen Dokumenten ergibt sich,
soweit ein Zusammenhang besteht, grundsatzlich Gber die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation.
Beispiel: IEC 60068 ist als EN 60068 als Europaische Norm durch CENELEC ibernommen und als
DIN EN 60068 ins Deutsche Normenwerk aufgenommen.

Das Original-Dokument enthalt Bilder in Farbe, die in der Papierversion in einer Graustufen-Darstellung

wiedergegeben werden. Elektronische Versionen dieses Dokuments enthalten die Bilder in der originalen
Farbdarstellung.
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EUROPAISCHE NORM EN 62047-25

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2016

ICS 31.080.99

Deutsche Fassung

Halbleiterbauelemente —
Bauelemente der Mikrosystemtechnik —
Teil 25: Siliziumbasierte MEMS-Herstellungstechnologie — Messverfahren zur

Zug-Druck- und Scherfestigkeit gebondeter Flachen im Mikrometerbereich
(IEC 62047-25:2016)

Semiconductor devices — Dispositifs a semiconducteurs —
Micro-electromechanical devices — Dispositifs microélectromécanique —

Part 25: Silicon based MEMS fabrication Partie 25: Technologie de fabrication de MEMS
technology — Measurement method of pull-press a base de silicium — Méthode de mesure de la
and shearing strength of micro bonding area résistance a la traction-compression et au

(IEC 62047-25:2016) cisaillement d’une micro zone de brasure

(IEC 62047-25:2016)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2016-10-03 angenommen. CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim CEN-CENELEC Management Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Déanemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Turkei, Ungarn, dem Vereinigten
Konigreich und Zypern.

CENELEC

Europaisches Komitee fiir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2016 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
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Europaisches Vorwort

Der Text des Dokuments 47F/249/FDIS, zukiinftige 1. Ausgabe der IEC 62047-25, erarbeitet vom SC 47F
.Microelectromechanical systems® des IEC/TC 47 ,Semiconductor devices®, wurde zur parallelen IEC-
CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als EN 62047-25:2016 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

— spatestes Datum, zu dem dieses Dokument auf
nationaler Ebene durch Veréffentlichung einer
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2017-07-03

— spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
diesem Dokument entgegenstehen, zuriickgezogen
werden miissen (dow):  2019-10-03
Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren

kénnen. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 62047-25:2016 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung
als Europaische Norm angenommen.

2 Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 62047-25:2017-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62047-25-2017-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62047-25-2017-04

DIN EN 62047-25:2017-04
EN 62047-25:2016

Inhalt
Seite

BEUMOPAISCNES VOIWOIT ...ttt e ettt e e e e bt e e e e bt e e e ebbe e e e enbe e e e enbeeeeeneeas 2
1 ANWENAUNGSDEIEICN ...ttt e e e e e e s nneeee s 5
2 NOrMAtIVE VEIWEISUNGEN ...ttt et e e ettt e e et e e e e nb e e e e ennbe e e sanbeeeeeneeas 5
3 LT o 13 = U PPP 5
4 F Y g1 feT e [=Ty U] o o T=T o O PSR PPPP ORI 5
4.1 Konstruktionsanforderungen an die TestStruKIUr ..........ooiiii i 5
4.2 Fertigungsanforderungen an die TeStSIUKIU..........cooiiiiiii i 8
4.3 Anforderungen an die Prifumgebung ..o 8
5 e UL Ty = T = o SO R PR 8
5.1 ALIGEIMEINES ...t e ettt e ettt e e e e e e ettt e eee e e e e s ataeeeeeeeeaa s asbeseeeaaeeaaanassseeeeaaeeesassaneeeeeeseannnrnnneeas 8
5.2 ZUG-DruCk-Prifverfairen ............oo it e e e e e e e e e e s e a e e e aaee s 8
5.2.1 Ausuben der BelastungsKraft....... .o 8
5.2.2 Arbeitsablauf beim Zug-Druck-Prifverfahren ... 8
523 Prifauswertung beim Zug-Druck-PrifverfaNren .............coo e 9
5.3 Scherfestigkeits-Prufverfalren..... ... e 9
5.3.1 Arbeitsablauf beim Scherfestigkeits-Prifverfahren..............cccoi 9
53.2 Prifauswertung beim Scherfestigkeits-Prufverfahren ... 11
Anhang A (informativ) MaRe fir die Teststruktur und Werte fir die Zug-Druck-Festigkeit...............cccceeenneee. 12
A1 Mafe fUr die TeSTSITUKIUN ...ttt et nnee s 12
A2 ZUg- UNd DruckfesStGKEIt .......oeiiiiieeee et a e nnaeee s 12
Anhang B (informativ) Beispiel zum Zug-Druck-Prifverfahren ............ccccccoooiiiiiiii e 20
B.1 Mafe fUr die TeSISITUKIUN ..ot 20
B.2 ZUg- UN DruCKfESTIGKEIT .....eeiieeiiee e e e e s e e e e e e e ae e e e e e e e aannes 20
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren

entsprechenden europadischen PublikKationen ... 21
Bilder
Bild 1 — ZUG-DruCK-TeSISITUKLUN ......eeiiiiiie e e e et e e 6
Bild 2 — Scherfestigkeits-TestSITUKLUN ... e 7
Bild 3 — Arbeitsablauf beim Zug-Druck-Prifverfahren....... ... 9
Bild 4 — Arbeitsablauf beim Scherfestigkeits-Prifverfahren ... 10
Tabellen
Tabelle 1 — Mal3e fiir die Scherfestigkeits-TeStStTUKLUN............cooiiiiiiiiee e 11
Tabelle A.1 — MalRe flr die TeSISIUKLUN ........cocuiiii e e e 12
Tabelle A.2 — Zug- und Druckfestigkeit (Bondflache: 10 um x 10 M) .ooooiiiiriiiiiiie e 12
Tabelle A.3 — Zug- und Druckfestigkeit (Bondflache: 20 um x 20 M) ...oooiiieiiiiiie e 13
Tabelle A.4 — Zug- und Druckfestigkeit (Bondflache: 30 pm x 30 M) ...oooiiiiiiiiiie e 13
Tabelle A.5 — Zug- und Druckfestigkeit (Bondflache: 40 um x 40 UM) ...oooiiiiiiiiiiie e 14
Tabelle A.6 — Zug- und Druckfestigkeit (Bondflache: 50 um x 50 UM) ...coociiiiiiiiiie e 14

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 62047-25:2017-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62047-25-2017-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62047-25-2017-04

DIN EN 62047-25:2017-04
EN 62047-25:2016

Seite
Tabelle A.7 — Zug- und Druckfestigkeit (Bondflache: 60 pm x 60 UM).....ccueveiiiiiriiiiiiie e 15
Tabelle A.8 — Zug- und Druckfestigkeit (Bondflache: 70 um x 70 UM)....ccciieiiiiieiieiee e 15
Tabelle A.9 — Zug- und Druckfestigkeit (Bondflache: 80 um x 80 UM).....ccueiieiiiiiiiiiie e 16
Tabelle A.10 — Zug- und Druckfestigkeit (Bondflache: 90 pm x 90 IM)....ccceeriiiiiiiiiie e 16
Tabelle A.11 — Zug- und Druckfestigkeit (Bondfladche: 100 um x 100 PM)....ccooiiiiiiiiiiiiiiee e 17
Tabelle A.12 — Zug- und Druckfestigkeit (Bondfladche: 110 um x 110 PM)...coooiiiiiiiiiii e 17
Tabelle A.13 — Zug- und Druckfestigkeit (Bondfladche: 120 um x 120 PM)....ccooiiiiiiiiiiini e 18
Tabelle A.14 — Zug- und Druckfestigkeit (Bondflache: 130 um x 130 PM).....oooiiiiiiiiiii e 18
Tabelle A.15 — Zug- und Druckfestigkeit (Bondflache: 140 um x 140 PM)......oooiiiiiiiiiie e 19
Tabelle A.16 — Zug- und Druckfestigkeit (Bondflache: 150 um x 150 PmM).......ooriiiiiiiiii e 19
Tabelle B.1 — Malle flr die TeSISIIUKIUN .......cooiiieie e 20
Tabelle B.2 — Zug- und Druckfestigkeit (Bondflache: 110 pm x 110 JM)....ooeiiiiiiiiiiiii e 20
4 Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 62047-25:2017-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62047-25-2017-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62047-25-2017-04

DIN EN 62047-25:2017-04
EN 62047-25:2016

1 Anwendungsbereich

In diesem Teil der IEC 62047 ist das In-Situ-Prifverfahren zur Messung der Festigkeit von Mikrobondflachen
(Mikroflachen) festgelegt, die mithilfe von Prozessen der Mikrosystemtechnik, welche fir siliziumbasierte
mikroelektromechanische Systeme (MEMS) verwendet werden, hergestellt sind.

Dieses Dokument ist fur die In-Situ-Messung der Zug-Druck- und Scherfestigkeit von Mikrobondflachen
anwendbar, die mithilfe mikroelektronischer oder anderer mikrosystemtechnologischer Verfahren hergestellt
werden.

Ein Mikroanker (Festpunktlager), der mit dem Substrat tiber die Mikrobondflache verbunden ist, liefert die
mechanische Befestigung (Lager) fir die beweglichen funktionellen Sensor-/Aktor-Komponenten in MEMS-
Bauelementen. Bei diesen Bauelementen fiihren Skalierungseffekte, hervorgerufen durch Fehlstellen,
Verunreinigungen und fehlangepasste thermische Spannungen, zu einer Verschlechterung der
Bondfestigkeit. Diese Norm legt das In-Situ-Prifverfahren zur Zug-Druck- und Scherfestigkeit fest, das auf
einer Prifstruktur basiert. Entsprechend dieser Norm sind weder komplizierte Messinstrumente (wie
Rastersondenmikroskope oder Nanoindenter) noch besondere Praparationstechniken fir die Priflinge
erforderlich.

Da die Teststruktur nach dieser Norm in die Bauelementefertigung als eine Standard-Analyse-Struktur
implantiert werden kann, kann dieses Dokument eine Brlicke bilden, Uber die die Fertigungsfabriken
bestimmte quantitative Referenzen fir den Entwickler geben kénnen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

IEC 62047-1, Semiconductor devices — Micro-electromechanical devices — Part 1: Terms and definitions

ISO 10012, Measurement management systems — Requirements for measurement processes and measuring
equipment

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach IEC 62047-1 und ISO 10012 und die folgen-
den Begriffe.

ISO und IEC stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— |EC Electropedia: <http://www.electropedia.org/>;
— IS0 Online Browsing Platform: <http://www.iso.org/obp>.

31
Anker
Silizium-Glas-Bondflache, die die funktionale MEMS-Struktur tragt

4 Anforderungen

4.1 Konstruktionsanforderungen an die Teststruktur

Die schematischen Darstellungen der Teststrukturen werden in Bild 1 und Bild 2 gezeigt.
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